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1. Bel diesem Bericht handelt es sich urn den Intematlonalen vorlaufigen PrQfungsberlcht, dor von der mit der 
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IS Blatter mlt der Beschreibung, AnsprQchen undfcder Zelchnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
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GrOnden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehait der 
intematlonalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt]H> insgesamt (bltte Art und Anzahl derAJes elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derAlie ein Sequenzprotokoll und&der die dazugeh6rigen Tabellen enthalttenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wle Im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (slehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 
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Fold Nr. I Grundlage dee Berlchts 



1. Hlnsichtlich der Spracho beruht der Berlcht auf der Internatlonalen Anmeldung in der Sprache, in der ale 
eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende ! Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fQr folgenden Zweck eingereicht worden ist. 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Verdffentlichung der internatlonalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorl&ufige PrQfung (nach Regeln 55.2 undbder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandtelle* der Internatlonalen Anmeldung beruht der Bericht aul (Ersatzbmtter, dledem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gotten im Rahman dteses Berichts als 
'ursprQnglich eingereicht" und slnd ihm nicht beigefQgt): 

Beschreibung, Selten 

1 .20 in der ursprOngllch eingereichten Fassung 

AnsprQche, Nr. 

■j .22 elngegangen am 1 3.05.2005 mit Schrelben vom 1 3.05.2005 

Zelchnungen, Blatter 

-\/5-5/5 in der ursprOngllch eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undfoder etwaigen dazugehdrigen Tabellen - slehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll geh6rende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufaelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehSrende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrlfft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"eraetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V Bearflndete Feststellung nach Artlkel 35 (2) hlnslchtllch der Neuhelt, der erf Inderischen 
Titlgkeit und der gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklfirungen zur StQtzung dleser 
Feststellung , 



Neln: AnsprQche 1-22 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: AnsprQche: 1-22 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erkl&rungen (Regel 70.7): 
slehe Belblatt 



1. Feststellung 
Neuhelt (N) 



Ja: AnsprQche 
Nein: AnsprQche 
Ja: AnsprQche 



1-22 



Erfinderische T&tigkeit (IS) 
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Zu PunktV 



1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-A-6 051 467 (CHA CHER LIANG ET AL) 18. April 2000 (2000-04-18) 
D2: JUNG DAL CHOI ET AL: "A triple polysilicon stacked flash memory cell with 

wordline self-boosting programming" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. 

TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON. DC, USA 7-10 DEC. 

1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07), 

Seiten 283-286, XP01 0265507 ISBN: 0-7803-4100-7 
D3: US 2003/1 1 1670 A1 (KUHR WERNER G ET AL) 19. Juni 2003 (2003-06-19) 
D4: US 2002/015322 A1 (CLOUD EUGENE H ET AL) 7. Februar 2002 (2002-02-07) 
D5: US-A-5 981 335 (CHI MIN-HWA) 9. November 1999 (1999-1 1-09) 

2. Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse der Artikel 33(1 ) und 33(3) PCT 
(erfinderische Tatigkeit). 

2.1 D1 (cf. Spalte 1 , Zeile 57 - Spalte 4, Zeile 57; Abb. 1-11) wird als nachstliegender 
Stand der Technik angesehen und offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer 
Halbleiterstrukturen aufweisenden Speichereinrichtung mit Speicherzellen mit den 
Schritten: 

a) Herstellung eines Transistors mit Source/Drain-Bereichen (26) und einem Gate- 
Dielektrikum (16) uber dem Kanalbereich; 

b) Herstellung einer ersten Gate-Elektrode (18) auf dem Gate-Dielektrikum (16); 

c) Abschliessen "einer Prozessierung der Halbleiterstrukturen" aus den Schritten a) 
und b) durch Aufbringen und Polieren einer Oxidschicht (30); 

d) Herstellung einer Speicherschicht (36), die mit Hilfe einer leitenden Verbindung 
(32) an die erste Gate-Elektrode (18) angeschlossen ist; 

e) Herstellung einer Isolatorschicht (50,54) uber der Speicherschicht (36). 

Der Unterschied zwischen D1 und dem Gegenstand der Anspriiche 1 und 1 1 besteht 
somit darin, dass in den Anspruchen eine "zweite Gate-Elektrode" uber der 
Speicherschicht vorhanden ist, wobei diesseitig davon ausgegangen wird, dass sich 
eine Gate-Elektrode dadurch auszeichnet, dass sie nicht leitend mit derjenigen 
Struktur verbunden ist, zu der sie als Gate funktionieren soli (somit wird die Elektrode 
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52 aus D1 nicht als solche Gate-Elektrode betrachtet). 

Das objektive technische Problem, welches es zu losen gilt, besteht somit in der 
Aufgabe, ein Betreiben der Speichereinrichtung bei mSglichst geringen Spannungen 
zu ermoglichen. 

D2 offenbart ein Verfahren, eine wie aus D1 bekannte Speicherzelle mit Hilfe einer 
"Booster-Gate"-Elektrode, die der "zweiten Gate-Elektrode" der vorliegenden 
Anmeldung entspricht, so zu verbessem, dass die Programmierspannungen merklich 
verringert werden. Dies ist fur den Fachmann interessant, weil damit der 
Stromverbrauch verringert wird. Der Fachmann wurde deshalb die Lehren von D1 
und D2 kombinieren, um eine verbesserte Speichereinrichtung zu erhalten. 

Der Gegenstand der unabhangigen Anspriiche 1 und 1 1 ist somit nicht erfinderisch 
gegenuber einer Kombination von D1 mit D2. 

2.2 Der Vollstandigkeit halber wird auf Folgendes hingewiesen. 

Eine ONO-Schicht an sich (vgl. Schicht 36 in D1) ist allgemein als Speicherschicht 
bekannt, d.h. elektrische Ladungen konnen in einer ONO-Schicht gespeichert 
werden. Ob in einer Speicherzelle die Ladung in der Tat in der ONO-Schicht Oder in 
einer anderen Schicht gespeichert wird, hangt von den elektrischen Spannungen ab, 
die wahrend des Gebrauchs der Zelle an verschiedenen Punkten der Zelle angelegt 
werden oder vorhanden sind. 

Die Anspriiche 1 und 1 1 der vorliegenden Anmeldung definieren eine Schichtstruktur 
und deren Herstellungsverfahren, die sich ebenso aus einer nichterfinderischen 
Kombination von D1 mit D2 ergeben (vgl. Punkt 2.1 oben). Aus der in den 
Anspriichen beschriebenen Struktur lassen sich jedoch keine weiteren Ruckschliisse 
auf ihren Gebrauch machen. Die Anspriiche 1 und 1 1 machen es namlich z.B. nicht 
klar, ob die "erste Gate-Elektrode" ein Floating-Gate (wie aus D1 bekannt) ist/sein 
kann oder nicht; somit gehort u.a. ein Floating-Gate zum Umfang des 
Schutzbegehrens. 
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3. Die restlichen AnsprQche enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den 

Merkmalen irgendeines Anspaichs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des 
Artikels 33 PCT bezuglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit erfQIIen, siehe die 
Dokumente D1-D5 und die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen 
Stellen. 

AnsprQche 2-3, 6, 12-13, 16 und 20: in D1 offenbart. 

AnsprQche 4-5, 7, 10, 14-15, 17 und 21-22: routinemassig bekannte Merkmale. 

AnsprQche 8-9 und 18-19: D3 offenbart, dass Speicherschichten vorteilhaft durch 
Porphyrinmolekule ausgebildet werden, wobei auch offenbart wird, dass bei der 
Herstellung alle Hochtemperaturschritte vor Aufbringen der PorphyrinmolekQIe 
ausgefQhrt werden mussen. 

4. Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT (Klarheit). 

Aus der Beschreibung auf Seite 5, Zeilen 1-19, und Seite 6, Zeilen 8-18 geht hervor, 
dass die folgenden Merkmale fur die Definition der Erfindung wesentlich sind: 

(1) die Speicherschicht wird erst nach Abschluss der Prozessschritte, die hohe 
Temperaturen erfordern, aufgebracht; 

(2) die Speicherschicht besteht aus einer organischen Schicht. 

Da die unabhangigen AnsprQche 1 , 1 1 und 22 diese Merkmale nicht enthalt, 
entsprechen sie nicht dem Erfordemis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 
6.3 b) PCT, dass jeder unabhangige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten 
muB, die fur die Definition der Erfindung wesentlich sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Merkmal, dass die Speicherschicht raumlich 
getrennt vom eigentlichen Transistorbereich angebracht ist, nicht ausreicht, das 
obige Merkmal (1) auszudrucken. 
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Neue Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstrukturen 
aufweisenden Speichereinrichtung (2) mit Speicherzellen (1) , 
5 in denen digitals Information in einer Speicherschicht (10) 
gespeichert wird, bei dem: 

- in einem Halbleitersubstrat (17) zwei durch einen 
Kanalbereich (4) voneinander beabstandete Source/Drain- 
Bereiche (5) ausgebildet werden, 

10 -' auf einer Substratoberf lache des Halbleitersubstrats (17) 
oberhalb des Kanalbereiches (4) ein Gate-Dielektrikum (6) 
angeordnet wird, und 

- auf dem Gate-Dielektrikum (6) eine erste Gate-Elektrode 
(7a) angeordnet wird, 

15. dadurch gekennzeichnet, dass 

- vor einem Aufbringen der Speicherschicht (10) eine 
Prozessierung der Halbleiterstrukturen abgeschlossen wird, 

- eine leitende Verbindung (8) zwischen der Speicherschicht 
(10) und der ersten Gate-Elektrode (7a) angebracht wird/ 

20 und 

- uber der Speicherschicht (10) eine Isolatorschicht (18) 
und auf der Isolatorschicht (18) eine zweite Gate- 
Elektrode (7b) angeordnet werden. 

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Speicherschicht (10) zwischen einer- ersten und einer 
zweiten Elektrode (9a,b) angeordnet wird. 

30 3. Verfahren nach Anspruch 2, 

d a d u r c h g e k e n n z.e i c h net, 

dass die erste Elektrode (9a) durch einen Abschnitt der 

leitenden Verbindung (8) ausgebildet wird. 

35 4. Verfahren nach Anspruch 2 oder.3, 

dadurc. hgekenrizeichnet. 
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dass fur die erste und die zweite Elektrode (9a,b) eines der 
Metalle Aluminium, Wolfram oder Kupfer angebracht wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, 

5 d a d u r c h gekennzeichnet, 

dass far die erste und die zweite Elektrode (9a,b) eines der 
Edelmetaile Pt, Au oder Ag angebracht wird. 

6. Verfahren nach einem der Ansprttche 2 bis 5, 

10 dadurch gekennzeichnet, dass 

- die erste Elektrode (9a) in einer ersten Metallebene . (11a) 
und die zweite Elektrode (9b) in einer zweiten Metallebene 
(lib) ausgebildet werden und 

- die leitende Verbindung (8) zwischen der ersten Gate- 

15 Elektrode (7a) und der ersten Elektrode (9ai) durch ein mit 
ieitendem Material gefulltes Kontaktloch (14) hergestellt 
wird. 

7. Verfahren nach einem der Ansprtlche 2 bis 5, 

20 dadurch gekennzeichnet, dass 

- jeweils die erste und die zweite Elektrode (9a,b) in 
jeweils einer im weiteren Prozessverlauf prozessierten 
Metallebene (11) ausgebildet werden und 

- die leitende Verbindung (8) zwischen der ersten Elektrode 
25 (9a) und der ersten Gate-Elektrode (7a) durch (ibereinander 

angeordnete mit Ieitendem Material gefttllte Kontaktlocher 
(14) hergestellt wird. 

8. Verfahren nach. einem der Ansprttche 1 bis 7, 
30 dadurch. gekennzeichnet--; 

dass als Speicherschicht (10) eine organische Schicht 
angebracht wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8., 

35 dadurch gekennzeichnet, 

dass die organische Schicht mit Porphyrinmolekulen angebracht 
wird.' 
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10. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- zur Herstellung von Source- und Drainleitungen, die 
Source/Drain-Bereiche (5) von zeilenweise angeordneten, in 

5 einer Zeile jeweils benachbarten Speicherzellen (1) durch im 
Halbleitersubstrat (17) vorgesehene, dotierte Bereiche (16) 
elektrisch leitend miteinander verbunden werden und 

- nach mehreren durch dotierte Bereiche (16) im 
Halbleitersubstrat (17) elektrisch leitend miteinander 

10 verbundenen Source/Drain-Bereichen (5) leitende Verbindungen 
(8) roit in einer Metallebene (.11) ausgebildeten und die 
Source/Drain-Bereiche (5) von Speicherzellen (1) verbindenden 
Leiterbahnen (13) angeordnet werden. 

15 11. Speicherzelle (1) mit einer eine digitale Information 
speichernden Speicherschicht (10), mit zwei in einem 
Halbleitersubstrat (17) ausgebildeten durch einen 
Kanalbereich (4) voneinander beabstandeten Source/Drain- 
Bereichen (5) und einem auf einer Substratoberf lache des 

20 Halbleitersubstrats (17) oberhalb des Kanalbereiches (4) 
angeordneten Gate-Dielektrikum (6), wobeiz 

- auf dem Gate-Dielektrikum (6) eine erste Gate-Elektrode 
(7a) angeordnet ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
25 - die Speicherschicht (10) auf der ersten Gate-Elektrode 
(7a) oder zur ersten Gate-Elektrode (7a) beabstandet 
angeordnet ist, 

- eine leitende Verbindung (8) zwischen der Speicherschicht 
(10) und der ersten Gate-Elektrode (7a) angebracht ist, 

30 und 

- tiber der Speicherschicht (10) eine Isolatbrschicht (18) 
und auf der Isolatorschicht (18) eine zweite Gate- 

. Elektrode (7b) angeordnet sind. 



35 12. Speicherzelle nach Anspruch 11 

dadurch gekennzeichnet 



7 
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dass die Speicherschicht (10) zwischen einer ersten und einer 
zweiten Elektrode (9a,b) angeordnet 1st. 

13. Speicherzelle nach Anspruch 12, 

5 dadurch gekennzeichnet, 

dass die erste Elektrode (9a) durch einen Abschnitt der 
leitenden Verbindung (8) ausgebildet 1st. 

14. Speicherzelle nach Anspruch 12 Oder 13, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass die erste und die zweite Elektrode (9a,b) aus einem der 
Metalle Aluminium, Wolfram oder Kupfer bestehen. 

15. Speicherzelle nach Anspruch 12 oder 13, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

. dass die erste und die zweite Elektrode (9a,b) aus einem der 
Edelmetalle Pt, Au oder Ag bestehen. 

16. Speicherzelle nach einem der Anspruche 12 bis 15, 
20 dadurch gekennzeichnet, dass 

- die erste Elektrode (9a) in einer ersten Metallebene (11a) 
und die zweite Elektrode (9b) in einer zweiten Metallebene 
(lib) ausgebildet sind und 

- die leitende Verbindung (8) zwischen der ersten Gate- 

25 Elektrode (7a) und der ersten Elektrode (9a) durch ein mit 
leitendem Material gefulltes Kontaktloch (14) angeordnet 
ist. 

17. Speicherzelle nach einem der Anspruche 12 bis 15, 
30 dadurch gekennzeichnet, dass 

- die erste und die zweite Elektrode (9a,b) in jeweils einer 
von der .ersten Gat e-Elekt rode (7a) weiter als eine erste 
oder eine zweite Metallebene (lla,b) beabstandeten 
Metallebene (11) ausgebildet sind und 

35 - die leitende Verbindung (8) von der ersten Elektrode (9a) 
zu der ersten <3ate-Elektrode (7a) durch in 
Isolationsschichten (12) eingebrachte, ubereinander 
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angeordnete und mit leitendem Material gefttllte 
KontaktlOcher (14) ausgebildet 1st. 

18. Speicherzelle nach einem der Ansprttche 11 bis 17 , 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Speicherschicht (10) als eine organische Schicht 
ausgebildet 1st. 

'. 19. Speicherzelle nach Anspruch 18 , 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass die organische Speicherschicht (10) Porphyrinmolektile 
enthStlt. 

20. Speichereinrichtung iait zeilenweise angeordneten, 
15 Halbleiterstrukturen aufweisenden und eine digitale 
Information speichernden Speicherzellen, 
gekennzeichnet durch 
Speicherzellen (1) nach einem der Ansprttche 11 bis 19. 

20 21. Speichereinrichtung nach Anspruch 20 , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

- zur Bereitstellung von Source- und Drainleitungen 
Source/Drain-Bereiche (5) von in einer Zeile jeweils 
benachbarten Speicherzellen (1) durch im 

25 Halbleitersubstrat (17) vbrgesehene r dotierte Bereiche 

(16) elektrisch leitend miteinander verbunden sind und 

- nach mehreren durch die dotierten Berei<:he (16) im 
Halbleitersubstrat (17) elektrisch leitend miteinander 
verbundehen Source/Drain-Bereichen (5) leitende 

30 Verbindungen (8) zu in einer Metallebene (11) 

ausgebildeten und die Source/Drain-Bereiche (5) von 
Speicherzellen (1) verbindenden Leiterbahnen (13) 
angeordnet sind. 

35 22. Verfahren zum Betrieb der Speichereinrichtung (2) nach 
Anspruch 20 oder 21/ bei dem: 
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- zum Programmieren der Speichereinrichtung (2) die 
jeweiligen Speicherschichten (10) von ausgewahlten 
Speicherzellen (1) durch Anlegen von Spannungen an die 
Source/Drain-Bereiche (5) und die zweite Gate-Elektrode 

5 (7b) mittels eines Tunnelvorganges von Elektronen durch 

das Gate-Dielektrikum (6) hindurch aufgeladen werden, 

- zum Lttschen der Programmierung die aufgeladenen 
Speicherschichten (10) durch Anlegen einer sich von der 
beim Programmieren angelegten Spannung unterscheidenden 

10 Losch-Spannung an die zweite Gate-Elektrode (7b) mittels 
eines Tunnelvorganges von Elektronen zum Kanalbereich (4) 
Oder zum Source/ Drain-Bereich (5) entladen werden und 

- zum Lesen der programmierten Speichereinrichtung (2) eine 
Starke eines Drain-Stromes in Abhangigkeit von einem 

15 Ladungszustand der Speicherschicht (10) detektiert wird. 



